CERTIFIKAT

bl |
TR

ATIZACIU, = o oM

CHNIKU KOSICKY
CNE TECHNOLOGIE il T

. Stredna priemyselna skola elektrotechnicka, Komenského 44, 040 01 Kosice
Studijné odbory: 2675 M Elektrotechnika 3918 M Technické lyceum 2695 Q Pocitacové systémy

Rozvojové projekty v regionalnom skolstve pre rok 2015
Projekt grafickych systémov
v odbornom vzdeldvani a priprave pre rok 2015

OVERENIE VA CHARAKTERISTIKY ZENEROVEJ DIODY — ZAVERNY SMER

CIEL HODINY : Overit’ VA charakteristiku zenerovej diddy v zavernom smere

MERANY OBJEKT : Zenerova didda (1N5226B)

DANA ULOHA:

1. Nakreslite schému zapojenia pre meranie VA charakteristiky zenerovej didédy v
zavernom smere v programe MULTISIM.

2. Na zenerovej didde (1N5226B) odmerajte VA charakteristiku v zavernom smere.

3. Graficko-matematickou metddou urcte staticky odpor Rss v dvoch roznych miestach
VA charakteristiky.

4. Graficko-matematickou metddou urcte dynamicky odpor Rg v okoli napétia Uz=5V
(-1V, +1V).

5. Graficko-matematickou metédou urcéte napatie Uz a porovnajte ho s katalégovou
hodnotou.

6. Spracujte protokol podla vzoru..

SCHEMA ZAPOJENIA MERACIEHO OBVODU:
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POSTUP PRI MERANI :

1. Nakreslite schému zapojenia v programe MULTISIM podla predlohy

zapojenia meracieho obvodu).

2. VA charakteristiku overte pomocou analyzy "DC Sweep Analysis".
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3. Nastavte parametre analyzy "DC Sweep Analysis" podla obrazkov.
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DC Sweep Analysis
Analysis Parameters | output | Analysis Options | Summary |
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S DC Sweep Analysis

Analysis Parameters  Output IAnaIysis Options ] Summary ]
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Parameter Type Device Type |D|Dde j oK
Device Parameter - Mame |dd1 - ﬂ

porameter [T -

Description  Diode current

More Options

5 ¥ Show all device parameters at end
Add device/model parameter... | of simulation in the audit trail

Delete selected variable | Select variables to save |

Simulate | OK. Cancel Help |
L 4 DC Sweep Analysis
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Filter Unselected Variables... | Add Expression. .. | Filter selected variables. ..
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Delete selected variable | Select variables to save |

Simulate | OK Cancel Help |

4. Stlacte tlacitko "Simulate"

5. V grafe upravte ("Graf properties"):
a. nazov grafu,

b. ndzvy 6s Xa,

c. rozsah 0s,

d. mriezku,

e. hrabku VA charakteristiky.

7. Pomocou kurzorov ("Show/Hide cursors") urcte staticky odpor Rss v dvoch r6znych
miestach VA charakteristiky.

8. Pomocou kurzorov ("Show/Hide cursors") urcte dynamicky odpor R4 v okoli napétia
Uz=5V (-1V, +1V).

9. Pomocou kurzorov ("Show/Hide cursors") urcte napdtie Uz a porovnajte ho s
kataldgovou hodnotou (napr.http://pdfi.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/61854/GE/IN5226.html )
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6. Exportujte Udaje z grafu do programu Excel "Tools - Export to Excel" a upravte
tabul'ku aby ste dokazali vykreslit’ charakteristiku (aspori 15 hodnot).

C.M. Uz [V] Iz [mA]

7. Spracujte protokol podl'a vzoru.

a. Do protokolu vlozte schému zapojenia z MULTISIM-u, "PrtScr" grafov, tabul'ky
z Excelu, vypocitané parametre Rss a Rq.

b. Overenie vyhodnot'te.
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VZOR PROTOKOLU

(vymazat’v origindinej verzii)
Meno a priezvisko: Trieda:

OVERENIE VA CHARAKTERISTIKY ZENEROVEJ DIODY — ZAVERNY SMER
MERANY OBJEKT : Zenerova didda (1N5226B)

DANA ULOHA:

1. Nakreslite schému zapojenia pre meranie VA charakteristiky zenerovej diody v
zavernom smere v programe MULTISIM.

2. Na zenerovej didde (1N4001) odmerajte VA charakteristiku v zavernom smere.

3. Graficko-matematickou metddou urcte staticky odpor Rss v dvoch réznych miestach
VA charakteristiky.

4. Graficko-matematickou metdédou uréte dynamicky odpor Rq v okoli napétia Uz=5V
(-1V, +1V).

5. Graficko-matematickou metddou uréte napatie Uz a porovnajte ho s katalégovou
hodnotou.

6. Overenie vyhodnotte.
SCHEMA ZAPOJENIA MERACIEHO OBVODU: sem vioZte nakreslenu schému v MULTISIM-e

TABULKY : sem vioZte upravené tabulky z Excel-u

Tabulka nameranych hodnét pre urcenie
VA charakteristiky zenerovej diody 1N5226B v zavernom smere

VZOROVY VYPOCET : sem viozte vypocet podla zadania

Staticky odpor Rss:

U,
Rss = |_ [Q]
F
Vysledny dynamicky odpor Rq:
R — AUF _ UFmax _UFmin
TTALL | €]
F Fmax ' Fmin

GRAFY: sem vioZte PrtScr grafov z MULTISIM-u

VYHODNOTENIE: sem napiste vyhodnotenie (porovnanie Vasho overenia s teoretickymi vedomostami)
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